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１．概要（Summary） 

京大ナノハブ拠点にて、方位の異なるSnドープ酸化ガ

リウム単結晶をカットした。カットした試料に対して熱処理・

化学処理を行い、ステップ-テラス構造を作製した後、ごく

薄いNiや NiOの堆積を行って構造観察を行った。堆積

した層のモルフォロジーは基板の表面構造の影響を受け

ていることが示唆された。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

レジスト塗布装置、ダイシングソー、紫外線照射装置、

エキスパンド装置 

【実験方法】 

Sn ドープ β-Ga2O3 ウエハ（面配向(2̄01)および(001)）

の表面にフォトレジストをスピンコートし、切削時の表面保

護膜とした。ウエハはダイシングソーで13 mm × 3 mmに

切り分け、紫外線照射後に取り外して持ち帰った。その後、

それらの試料を、大気中、ロータリーポンプで排気したガ

ラスカプセル中、超高真空（UHV）中でそれぞれ熱処理

した。熱処理とは別に、100C の 50%リン酸で 5～10 

min エッチングを行うことでステップ-テラス構造の作製も

行った。熱処理した試料のうち、バルクの性質が変化して

いない、すなわち酸素の取り込みや分解が起こっていな

いものに関して AFM観察を行い、ステップ-テラス構造が

生成しているものについて(1) UHV 中での Ni 蒸着、(2) 

ミスト CVDによる NiO成膜を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

面配向(2̄01)の表面はオフセット角によって熱に対する

安定性（ファセッティングが起こり始める温度）に違いがあ

ることがわかった。UHV中で Ni を蒸着すると STMの走

査が不安定となり、粒子状の Ni が存在することが示唆さ

れた。ミスト CVD で NiO を成長させた試料表面は、成長

初期において直径十数 nm程度の粒子で覆われているこ

とがAFM観察でわかった。この粒子の形状や直径は、基

板の面と NiO の特定の面での格子ミスフィットを反映して

おり、成長モードの特定につながると考えられた。膜厚を

増加させて行くと、粒子は融合して粗大な結晶粒を形成し

た。また XRDによる分析から、成長した NiOは 2種類の

配向を持つドメインからなっていることが示唆された。 
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